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概要

市販 パワートランジスタ (DMOSFET) について、ポリSi ゲートとn型ソース層および p型ボディ層の形状・
位置関係を調べました。
AFM像と重ねることでゲートとの位置関係も知ることができます。
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ゲート・ソース層・ボディ層の位置関係がわかります

測定法 ：SCM
製品分野 ：パワーデバイス
分析目的 ：形状評価・製品調査
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